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１．はじめに 

 Cu2SnS3薄膜太陽電池では、5.1%の変換効率が報告されている 1)が実用化には更なる特性改善が

必要である。また、我々はこれまでに Cu2ZnSnSe4化合物を蒸着材料に用いたプリカーサを硫化す

ることにより Cu2ZnSn(S,Se)4を作製し、プリカーサ中に Cu2SnSe3 (CTSe)相が形成されることによ

り開放電圧 Vocが増加することを報告した 2)。今回、CTSe 化合物を蒸着材料に用いてプリカーサ

を作製後、硫化処理をすることで薄膜中の Seのほとんどを S に置き換えた、Cu2Sn(S,Se)3 (CTSSe)

薄膜及び薄膜太陽電池を作製し、その特性を評価したので報告する。 

 

２．実験方法 

 実験1では、Mo/SLG基板上にCTSe、Sn+Se、NaF+Seを順に真空蒸着法により堆積し、積層プリ

カーサを作製した。次に、作製したプリカーサとS、Snを真空封入し、電気炉で570℃で30分間硫

化を行い、CTSSe薄膜を作製した。プリカーサ作製時の材料比は、CTSe : Sn=1.2 : xとし、xを2.5

～3.0まで変化させた。実験2では基板をEAGLE XGに変更し、実験1と同じ工程で、材料比CTSe : 

Sn=1.2 : 2.5及びCTSe : Sn=1.2 : 2.9 とし、CTSSe薄膜を作製した。実験1及び2で作製した薄膜を用

いて太陽電池を作製した。 

 

３．結果 

 EPMA 組成分析の結果、作製した全ての CTSSe

薄膜において、プリカーサ中の Se が S に選択的に

置換されていた。実験 1では、膜の剥離が多かった

が、基板を EAGLE XG に変更した実験 2では、膜

の剥離は起きなかった。このことから、剥離の原因

は基板内の Na量であると考えられる。図 1に、今

回最も特性が良かった実験 2 で作製した CTSSe 薄

膜太陽電池の I-V 特性を示す。他の特性は当日報告

する。 
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図 1 CTSSe薄膜太陽電池の I-V 特性 
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